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発明の概要

【課題】約３００〜６００℃の中温で⾼い性能指数が期待できる熱電変換材料や光セ
ンサ、光学素⼦などとして有効利⽤できる安価なＧａあるいはＳｎでドーピングされ
たバルク状マンガンシリサイド単結晶体あるいは多結晶体の提供および短時間でしか
も安全に容易に製造できる製造⽅法の提供。
【解決⼿段】下式（１）あるいは下式（２）で表されることを特徴とするＧａあるい
はＳｎでドーピングされたバルク状マンガンシリサイド単結晶体あるいは多結晶体に
より課題を解決できる。
Ｍｎ11Ｓｉ19-xＧａx   式（１）
［式（１）において、ｘは０を超え０．１以下である。］
Ｍｎ4 Ｓｉ7-y Ｓｎy   式（２）
［式（２）において、ｙは０を超え０．１以下である。］
2 Ｓｉ多結晶体により課題を解決できる。
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